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Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

Keksinnon nimitys — Uppfinningens bendmning

Menetelm3 imeytettyd piitd sisdltdvastd piikarbidista koostuvien muotokappaleiden

valmistamiseksi

Férfarande for framstdllning av formkroppar ur kiselkarbid som innehaller infiltrerat

kisel

Tiivistelmd - Sammandrag

Keksintd koskee menetelmdad piikarbidista
ja mahdollisesti hiilestd koostuvien huo-
koisten muotokappaleiden silisoimiseksi,
jossa menetelmdssd piikarbidijauheen, or-
gaanisen sideaineen ja mahdollisesti hii-
len seoksesta muovataan raakakappale, jos-

ta poistetaan sideaine ei-hapettavassa

atmosfédarissd noin 1 000 °C:n lampdtilassa
polttamalla, ja saatava aihio silisoidaan
sulan piin avulla, jolloih saatu aihio on
huokoisen SiSiC-alustan pd&lld, jonka ala-
osa on kosketuksissa

nestemdisen piin

kanssa, ja silisoinnin p&&tyttyd SiSicC-
alustan ja saadun muotokappaleen yhdistel-
méd j&dhdytet&dn. Alustana kéytetddn tii-
viisti pakattua kerrosta, jonka muodosta-
vat SiSiC:sta koostuvat huokoiset renkaat,
jotka on jérjestetty keskendédn yhdensuun-
taisesti ja kohtisuoraan piillé seostet-
tuun, nestemdistd piitd l&padisemdttOmdan,
grafiittiseen polttolevyyn n&hden.

Uppfinningen avser ett forfarande f6r si-
licering pordsa formstycken bestdende av
kiselkarbid eller eventuellt kol, vid vil-
ket fO6rfarande en blandning av kiselkar-
bidpulver, organiskt bindemedel och even-
tuellt kol formas till ett rdamne, ur vil-
ket bindemedlet avldgsnas i ickeoxiéerande
1 000 °C
temperatur, och det erhdllna amnet silice-

ras medelst sm&lt kisel,

atmosfdr genom brédnning vid ca.

varvid det er-
hdllna &mnet ligger pa ett pordst SiSiC-
underlag, vars underdel stdr i berdring
med den flytande kiseln,

slutad

och efter av-
silicering avkyls kombinationen
av SiSiC-underlag och det erhallna form-
stycket. Som underlag anvdnds ett t&tt-
packat skikt bildat av pordsa ringar av
SiSiC anordnade sinsemelllan parallella
och lodrdtt pd en med kisel belagd, for
flytande kisel ogenomsl#pplig brinnplatta
av grafit.
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